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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg szcze-

gétlowe wymagania i badania dotyczace krzemowych
diod przetaczajacych wykonanych technologia epipla-
narng typu BA 182 i BA 152P w obudowie plastykowe;j
do zastosowan powszechnego uzytku oraz w urzadze-
niach, w ktdérych wymaga si¢ zastosowania elementow
o wysokiej i bardzo wysokiej jakoéci. Diody przezna-
czone sg gléwnie do pracy w glowicach UHF.
Kategoria klimatyczna wg PN-73/E-04550 dla diod:
— standardowych — 40/100/04,

b) oznakowanie dodatkowe dla diod wysokiej 1 bar-
dzo wysokiej jakosci; na etykiecie opakowania jednos-
tkowego diody wysokiej jako$ci po oznaczeniu typu po-
winny mie¢ umieszczong cyfr¢ 3, a diody bardzo wy-
sokiej jakos$ci cyfr¢ 4, np. BA 182/3.

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen diod — wg ry-
sunku 1 tabl. 1. Oznaczenie obudowy stosowane przez
producenta — CE 37.

Tablica 1. Wymiary obudowy CE 37

.

— wysokiej jakosci — 40/100/21, Sym- Wymi Sym- Wi i
— bardzo wysokiej jakosci — 40/100/56. bol e Ll bol e
2. Przykiad oznaczenia diod wy::na- min | nom | max wyrr:::la— min | nom | max
a) standardowych: -
DIODA BA 182 BN-81/3375-29.01 40/100/04 by 1,10 | — |18 H 11200] — |13,50
b) wysokiej jakosci: b, 1060 — | 0,75 I — — 3,05
DIODA BA 182-/3. .BN-8'1/'-3375-29.01 40/100/21 ¢ 0,17 _ 0,25 I 1,80 _ "
c) bardzo wysokiej jakosci: D — 260 — y; 150 | — —
DIODA BA 182/4 BN-81/3375-29.01 40/100/56
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2 BN-81/3375-29.01

5. Badania grupy A,B,C i D — wg BN-79/3375-29.00
p. 5.1.

6. Wymagania szczegélowe do badan grupy A,B,CiD

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymia-
row: by, D, e, H wg rysunku i tabl. 1,

b) badania podgrupy A2 — sprawdzenie podsta-
wowych parametréw elektrycznych wg tabl. 3,

c) badania podgrupy A3 — sprawdzenie drugorz¢d-

nych parametrOw elektrycznych wg tabl. 4,

d) badania podgrupy A4 — sprawdzenie parame-
trow elektrycznych w tampy = 60 °C (poziom jakosci
IIT i IV) wg tabl. 5,

e) badania podgrupy Bl i Cl — sprawdzenie wy-
trzymatosSci mechanicznej wvprowadzen: préba Ua,,
5 N,

f) badania podgrupy B3 — sprawdzenie wytrzyma-
toSci na spadki swobbdne: polozenie w czasie spada-
nia — wyprowadzeniami prostopadle do kierunku spa-
dania,

g) badania podgrupy B4 — sprawdzenie wytrzyma-
losci na udary wielokrotne: mocowanie za obudowe,

h) badania podgrupy B5 i C5 — sprawdzenie wy-
trzymalosci na nagle zmiany temperatury: T4 = 40 °C,
Ts = 100 °C,

i) badania podgrupy B6 i C6 — sprawdzenie odpor-
nosci na narazenia elektryczne — badanie wykonywane
jest na dwoch probkach:

I — diody spolaryzowane w kierunku wstecznym
napigciem statym Uz wg PN-78/T-01515 tabl. 5, me-
toda badania g, warunki obcigzenia wg tabl. 2,

II — diody spolaryzowane w kierunku przewodze-
nia przy stalym pradzie Ir, warunki obcigzenia wg
tabl. 2,

Tablica 2
Typ diody I L tams, °C
UR, _V ]F, mA
BA 182 20 5 55
BA 152P 10 10 55

j) badania podgrupy C2:
— sprawdzenie parametréw elektrycznych wg tabl.
31 4,

Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2 i C2 (poziom I, IIl i IV)

Ounacreis Warto$ci graniczne
- Metoda pomiaru Warunki
Lp. literowe wg PN-75/T-01504 pomiaru Jednostka BA 182 BA 152P
PRLAREEE min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ur ark. 57 Ir = 100 mA ¥ " = 1,2 — 1,1
3 | I ark. 6 o X nA - — — -
Ur =20V — 100 — -

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 i C2 (poziom I, III i Iv)

I Oznaczenie Metoda pomiaru Warunki £ e
; li :
p p;:;lggiu wg pomiar Jednostka BA 182 BA 152P
_ min max min max
2 3 4 S 6 ) 8 9
Ir = 5 mA; L 07 . .
¥ PN-76/T-0150467 | S = 90 MHz Q i
Ir = 10 mA; 1
S = 50 MHz _ o _'
UR = 3 V;
f =1 MHz T 1,5 _ 2,5
Ur = 10 V;
2 C, PN-7S/T0150458 | ©2°) Mp, pF — — — 15
Ur = 20 V, 10
f =1 MHz o d o o
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Tablica 5. Parametry elektryczne sprawdzanme w badaniu podgrupy A4 (poziom III i IV)

Oenacaenis Metoda pomiaru Warunki L
Lp. literowe : Jednostka BA 182 BA 152P
parametru wg PN-75/T-01504 pomiaru _ .
min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ur = 20V [
P o] - i =
1 Ix ark. 56 famy = 60 °C ik
Ug= 10V
tamb S— 60 OC T - _ 0’5
— sprawdzenie odpornosci na suche goragco — o) badante podgrupy ClO—sprawdzenie wymiarow
— tamb max = 100 °C, wg rysunku i tabl. 1,
— sprawdzenie odpornosci na zimno ~—— tams min = p) badanie podgrupy DI (poziom jakosci III i IV)
= 40 °C, sprawdzenie odporno$ci na niskie ci$nienie atmosfe-

k) badania podgrupy C3 — masa wyrobu 0,2 g,
I) badania podgrupy C4:

— sprawdzenie wytrzymatos$ci na przyspieszenie sta-
te: w trzech wzajemnie prostopadltych kierunkach, mo-
cowanie za obudowe,

— sprawdzenie wytrzymatosci na udary pojedyncze
1 wielokrotne: mocowanie za obudowe,

— sprawdzenie wytrzymato$ci na wibracje o stalej
i zmiennej czgstotliwosci: mocowanie za obudowe,

— wadliwo§¢ dla podgrupy, AQL = 2,5,

m) badania podgrupy C7 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na zimno ty, = -40 °C,

n) badanie podgrupy C8 — sprawdzenie wytrzyma-
fosci na suche goraco tq, = 100 °C,

ryczne: temperatura narazania 25 °C,

r) badania podgrupy D2 — sprawdzenie wytrzyma-
foSci na rozpuszczalniki: alkohol etylowy lub aceton,

s) badania podgrupy D3 — sprawdzenie palnosci
wg PN-78/T-01515 zal. 2, p. 4.3,

t) badanie podgrupy D4 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na plesi: po badaniu brak porostu plesni,

u) badanie podgrupy D5 — sprawdzenie wytrzyma-
toSci na mgle solng: potozenie diody dowolne,

w) parametry elektryczne sprawdzenie w czasie 1 po

badaniach grupy B,C i D wg tabl. 6.

7. Pozostale postanowienia — wg BN-79/3375-29.00.

Tablica 6. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i. po badaniach grupy B,C i D (poziom I, III i'IV)

o S Metoda Wartosci graniczne
: e omiaru - ; Jed- '
Lp. Inie para- wg PN-75/ Warunki pomiaru Podgrupa badan Eysionc W BA 182 BA ' 152P
metru
T-01504 ; ,
min |max | min| max
1 2 3 4 5 . 6 7 1 8 9 10
| C4, C7, C8, DI, ’
Ur= 20 V; tamp = 25 °C|B6, C6, Bl, ClI, nA — 1200 | — —-
B4, BS, C5, D5
i I sk 55 Ur=20 V; tams = 100 °C C2 HA — 100 | — —
B1, B4, BS, B6,
Ur= 10 V; tams = 25 °C|CI1, C4, C5, C6, nA — — — ] 20
. ' C7, C8, DI, DS
Ur=10V; tams = 100°C] C2, B6, C6 HA —_ — — 10
Bl, B3, B4, B5 }
Hr= 100 mA; t..,~=25 °C|B6, Cl1, C4, C5; \% — 1,3 — 1,2
2 Us ark. 57 C6, C7, C8, DI
I=100 mA; t4mi=-40 °C C2 \% — 1,5 = 1,5
KONIEC
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4. Informacje dodatkowe do BN—=81/3375-29.01

INFORMACJE DODATKOWE

BN-79/3375-29.00 Elementy poiprzewodnikowe. Diody prze-
faczajace. Ogbdlne wymagania 1 badania

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Naukowo-Produkcyj-
ne Centrum Potprzewodnikoéw, Warszawa.
2. Normy zwiazane
PN-73/E-04550 Wyroby elektrotechniczne. Prébysrodowisko-
we
PN-75/T-01504.56 Diody. Pomiar pradu wstecznego I
PN-75/T-01504.57 Diody. Pomiar napigcia przewodzenia Ur
PN-75/T-01504.58 Diody. Pomiar pojemnosci C,
PN-76/T-01504.67 Diody przelaczajace. Pomiar szeregowej
rezystancji zastgpczej ry
PN-78/T-01515 Elementy poiprzewodnikowe. Ogolne wyma-
gania 1 badania

3. Symbol KTM wyrobu
BA 182 — 1156121301003
BA 152P — 1156121302004

4. WartoSci dopuszczalne — wg tabl. I-1.

S. Dane charakterystyczne — wg tabl. I-2 i rys. I-1 =+ I-10.

‘Tablica I-1
Lo, g:";:i‘; ot PN n‘;es ?};a Warto$ci dopuszczalne
et BA 182 BA 152P
1 2. 3 4 5 6
1 Urm Szczytowe napigcie wsteczne \' 35 15
2 Ur Napigcie wsteczne \Y 20 10
3 Ir Prad przewodzenia mA 100
4 Irum Szczytowy prad przewodzenia mA 200
5 Ru j-a Rezystancja termiczna zgcze — otoczenie °C/mW < 04
6 ¢ Temperatura zlacza °C 100
7 figg | Temperatura przechowywania % -40....+100
8 tamb Temperatura otoczenia w czasie pracy . -40....+100
Tablica 1-2
Oznacz R S os
Lp. | nie para- Nazwa parametru Warunki pomiaru —— BA 182 BA 152P
S min typ max | min typ max
b | e ol Ir = 100 mA v | = o9 12| = |09 |11
zenia
2 Usr Napigcie przebicia Ir = 5 pA Vv 35 — — — —_ —
Ir = 10 pA v — | — 15 | — | —
3 Ir Prad wsteczny Ur=10V nA — — — — 0,06 10
Ur =20V nA o 0,1 100 — — —
Ur=20 V; tempy=60 °C HA — —_ 1,0 — - ——
Ur= 10 V, tap=60 °C HA — — . — —rs 0,5
4 Gy Pojemno$é diody Ur=3 V; f =1 MHz pF — 1,2 L5 — 1.5 2.5
Ur=10 V, f= 1 MHz pF — - — — 1,0 1.5
Ug=20 V; f= | MHz pF — 0,9 1,0 — — e
5 rs Szeregowa rezys- |IF=5 .mA, f= 50 MHz (0) — 0,55 | 0,7 — — —
tancja zastgpcza
I=10 mA, f=50 MHz 0 — — — — 0,65 1,0
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Rys. I-1. Prad przewodzenia w funkcji napiecia przewodzenia Rys. 1-3. Prad wsteczny w funkcji temperatury Ir = f (fams)
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Rys. I-2. Prad wsteczny w funkcji napigcia wstecznego Rys. I-4. Szeregowa rezystancja zastepcza w funkcji pradu

Ar = f (Up) przewodzenia rs = f (I)
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Rys. I-6. Prad przewodzenia w funkcji napigcia przewodzenia

Ir = f (Up)
Is BA152P
[eA
fmnb= lS‘C
1000
r
"
100 2
19 :
0 15 30 45 Ug[V]

BN-81/3375-29.01-1-7

Rys. I-7. Prad wsteczny w funkcji napigcia wstecznegd Iz = f(Uxz)
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BN-81)3375-29.01-1-8

Rys. I-8. Pojemnos¢ w funkcji napigcia wstecznego C, = f (Ukr)
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Rys. 1-9. Szeregowa rezystancja zastgpcza w funkcji pradu
przewodzema rs = f (Iy)
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Rys. I-10. Szeregowa rezystancja zastgpcza w funkcji czgsto-
thiwosct rs = f (f)



